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 暫定版 データシート 

RKZ18TWAQE 
シリコンプレーナ形 
サージ吸収用双方向ツェナーダイオード 

特長 

 1パッケージで 2ラインの順/逆方向 (正負) サージを吸収します (双方向特性)。 
 高 ESD耐量特性 (30kV保証､IEC61000-4-2準拠) 
 CAN-BUSラインの保護に最適です｡ 
 自動車仕様への対応可能です｡ 
 CMPAK外形のため，面装着により高密度実装が可能です。 
 
 

発注情報 

型名 レーザマーク パッケージ名称 パッケージコード テーピング略称 (数量) 

RKZ18TWAQE H N7 CMPAK PTSP0003ZB-A H (3,000個 / リール) 

RKZ18TWAQE P N7 CMPAK PTSP0003ZB-A P (3,000個 / リール) 
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絶対最大定格 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 定格値 単位 

許容損失 Pd * 200 mW 

接合部温度 Tj 150 °C 

保存温度 Tstg –55～+150 °C 

【注】 パッケージあたりの値、図 2参照 

 
 

電気的特性 *1 

(Ta = 25°C) 

項目 記号 Min Typ Max 単位 測定条件 

ツェナ－電圧 VZ 16.2 — 19.5 V IZ =1mA, 40msパルス測定 

逆電流 IR — — 0.1 A VR = 13V 

端子間容量 C — — 30 pF VR = 0V, f = 1MHz 

静電破壊電圧 *2 — 30 — — kV C = 150pF, R = 330, 順逆各 10回印加

【注】 1. 1素子での値 

 2. 故障判定基準 IR > 0.1A (VR = 13V) (両方向) 
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主特性 
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外形寸法図 

Pattern of terminal position areas
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Dimension in Millimeters

Min Nom Max
Reference

Symbol

SC-70 0.006g

MASS[Typ.]

CMPAK / CMPAKVPTSP0003ZB-A

RENESAS CodeJEITA Package Code Previous Code
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A — A Section

Package Name

CMPAK

 
 



http://japan.renesas.com/inquiry

 100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

© 2010 Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. 

Colophon 1.0

http://www.renesas.com

  

 


